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Измерение вольтамперных характеристик (ВАХ) простым способом 
проверки изменений, происходящих с полупроводниковыми приборами в 
процессе работы или после различных воздействий, вызывающих и.х 
искусственную деградацию. В настоящей работе проведен анализ ВАХ 
ультрафиолетовых, синих, зеленых и красных светоиаггучающих диодов 
(СИД) Helio (1 Вт), облученных быстрыми электронами (4 МэВ, флюенс 
до D=12 10‘̂  см'^). Анализ и подгонка ВАХ СИД на основе 
гетероогруктур проведены на основе приближенного уравнения:

УДК 621.382

и  = —  1п(—) + IR ^  + С/®'̂  + (1)

и его первых производных -  dU/dl и dU/d\nI [1]
Здесь т -  фактор неидеальности диода, Т -  температура, Iq -  независящая 
от температуры доля тока насыщения, Д,. -  последовате.тьное
сопротивление, C f '̂  -  слагаемое, учитывающее двойную инжекцию к 
описывающее степенной участок ВАХ, (pj, -  контактная разность 
потенциалов.

Установлено, что при облучении у СИД на базе нитридов наблюдается 
небольшое возрастание инжекцнонной составляющей (С) в ВАХ диодов, 
что обуадовлено возрастанием рекомбинащюнных токов в сгрукту'ре 
вследствие появления радиационных дефектов (в основном центров 
безыхтучательной рекомбинации). Фактор неидеальности и контактная 
разность потенциалов СИД на основе нитрида галлия слабо изменяются 
при облучении. При облучении красного СИД наблюдается сатьное 
изменение ВАХ, сильно увеличивается контактная разность потенциатов 
и существенно уменьшается степенной участок ВАХ, соответствующий 
двойной инжекции.
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